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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體裝置，包括：
一基板層；

位於該基板層上方的一第一電晶體和一第二電晶體；

位於該基板層上方的一第一記憶體單元；

位於該基板層上方並電性連接到該第一記憶體單元的一第一字元線，其中該第一字元線

位於一第一高度，並且該第一電晶體電性連接到該第一字元線；

位於該基板層上方並與該第一電晶體和該第一字元線電性連接的一第一導電通孔；

位於該基板層上方的一第二記憶體單元；

位於該基板層上方並電性連接到該第二記憶體單元的一第二字元線，其中該第二字元線

位於高於該第一高度的一第二高度，並且該第二電晶體電性連接到該第二字元線；以及

位於該基板層上方並與該第二電晶體和該第二字元線電性連接的一第二導電通孔，其中

該第一導電通孔的一頂表面低於該第二導電通孔的一頂表面，且其中該第一導電通孔的

一底表面和該第二導電通孔的一底表面位於該基板層的一頂表面。

2.　如請求項 1所述之裝置，其中該第二記憶體單元的一高度高於該第一記憶體單元的一高
度。

3.　如請求項 1所述之裝置，其中該第一記憶體單元包括一第一存取電晶體和一第一電容
器，該第一存取電晶體位於該第一電容器上方。

4.　如請求項 3所述之裝置，其中該第二記憶體單元包括一第二存取電晶體和一第二電容
器，該第二電容器位於該第二存取電晶體上方。

5.　如請求項 3所述之裝置，還包括位於該基板層和該第一記憶體單元的該第一電容器之間
的一底部介電層。

6.　如請求項 1所述之裝置，還包括位於該第一記憶體單元和該第二記憶體單元之間並電性
連接的一位元線。
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7.　如請求項 6所述之裝置，其中該位元線位於該第一高度和該第二高度之間的一第三高
度。

8.　一種製造半導體裝置的方法，包括：
   形成一基板層；
在該基板層上方形成一第一電晶體和一第二電晶體；

在該基板層上方形成一第一導電通孔，並與該第一電晶體電性連接；

在該基板層上方形成彼此電性連接的一第一字元線和一第一記憶體單元，其中該第一字

元線位於一第一高度，並且該第一電晶體電性連接到該第一字元線，其中該第一字元線

與該第一導電通孔電性連接；

在該基板層上方形成一第二導電通孔，並與該第二電晶體電性連接，其中該第一導電通

孔的一頂表面低於該第二導電通孔的一頂表面，且其中該第一導電通孔的一底表面和該

第二導電通孔的一底表面位於該基板層的一頂表面；以及

在該基板層上方形成彼此電性連接的一第二字元線和一第二記憶體單元，其中該第二字

元線位於高於該第一高度的一第二高度，並且該第二電晶體電性連接到該第二字元線，

其中該第二字元線與該第二導電通孔電性連接。

9.　如請求項 8所述之方法，其中該第二記憶體單元形成在比該第一記憶體單元更高的一高
度上。

10.   如請求項 8所述之方法，其中該第一記憶體單元包括一第一電容器和位於該第一電容器
上方的一第一存取電晶體。

11.   如請求項 10所述之方法，其中該第二記憶體單元包括一第二電容器和位於該第二電容器
下方的一第二存取電晶體。

12.   如請求項 8所述之方法，還包括：
在形成該第一記憶體單元之前，在該基板層上方形成一底部介電層，其中該第一記憶體

單元形成在該底部介電層上。

13.   如請求項 8所述之方法，還包括：
形成與該第一記憶體單元電性連接的一位元線，其中該第二記憶體單元形成在該位元線

上並與其電性連接。

14.   如請求項 13所述之方法，還包括：
在形成該位元線之前，在該第一記憶體單元上方形成一第一接觸件並與該第一記憶體單

元電性連接，其中該位元線形成在該第一接觸件上方；以及

在形成該位元線之後，在該位元線上方形成一第二接觸件並與該位元線電性連接。

15.   如請求項 13所述之方法，其中該位元線形成在該第一高度和該第二高度之間的一第三高
度。

圖式簡單說明

當藉由附圖閱讀時，自以下詳細描述，最佳地理解本揭露內容的態樣。注意，根據該行

業中的標準實務，各種特徵未按比例繪製。事實上，為了論述的清晰起見，可任意地增大或

減小各種特徵的尺寸。

圖 1為根據本揭露部分實施例的記憶體陣列示意圖。
圖 2為根據本揭露部分實施例的半導體裝置的示意圖。
圖 3A和圖 3B為根據本揭露部分實施例的製造半導體裝置的方法的流程圖。
圖 4A至圖 28C是根據本揭露部分實施例的製造半導體裝置的方法。
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